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Fig.4-15,l6,17に，蒸発源温度，ガス流速およびガス圧力に対する微粒子径分布の流
れ方向変化を示す。蒸発源温度の影響としては，蒸気濃度の違いによる微粒子成長速
度差から下流捕集部付近(x=30mm)で700℃の場合の微粒子径が600℃に対して約4倍大き
いものとなっている。ガス流速の影響としては，気流中での滞留時間の違いによる成
長時間差から微粒子径はほぼ流速に逆比例しており，また，境界層厚さの違いにより
生成域が低流速ほど大きくなっている。ガス圧力の影響としては，蒸気拡散の違いか
ら低圧力ほど微粒子径は大きく，また成長域も広いものとなっている。
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V.まとめ
CVD薄膜は，各種デバイス,IC,太陽電池をはじめ超硬工具，原子炉.ロケット部品，
繊維強化金属，光フアイバー，光学材料および超伝導材料など先端技術分野における
工業用材料として広い用途をもち，社会的にもその一層の開発が要求きれている。
CVD技術そのものが広く工業に取り入れられるようになったのは,1960年代前半の半
導体分野からであり，その後一般材料分野にも拡張され研究の進展とともに着々と実
用化されてきている。今日，技術そのものが成熟化される中で原料の多様化や装置･運
転方法の工夫などについての研究が行われており，特に現在の少品種多量生産から本
格的な実用化に向けてより高速度で経済的な多品種小量生産型の装置の開発が望まれ
ている。操作因子が多く，要求される精度も高い今日の装置の技術開発ほど基礎的な
理解に基づくアプローチが必要となっている。
本研究は,CV礁膜が工業材料として先導的な役割をもつ上でも不可欠である，膜
厚・組織の均一化の制御を含めた生産性の高い製造技術を確立することを目的に，容
器内の気相中での反応化合物の挙動一基板上での膜成長の基本的な機構について追究
したものである。即ち,CVD法の中でも高い生産性が期待できるPPCVD法を対象に，
in-simな実験とCSM理論にもとづく数値解析を行い，対流場での自己核生成による微粒
子生成の条件および微粒子の生成-輸送，ざらに基板への捕集機構が操作条件(温度，流
速，圧力）との関連づけのもとで明らかにされた。これにより，高効率（コスト，均
一性，量産性）な薄膜製造装置の開発に発展することが確信される。
なお，気流中での反応を伴う場合については，現有装置(真空装置，電子顕微鏡)の性
能の向上および必要経費の補充により，また，複雑な系に対しては大型計算機の利用
などによりさらに研究を継続する予定である。
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